Trofeul International al Calitatii

la I.P.R.S. — Bianeasa

Trofeul International al calitatii a
fost creat de Editorial Ofice, organi-
zatie cu sediul in Spania, a cérei
principald activitate constd in edita-
rea unei serii de publicatii de co-
mer{ exterior, In fiecare an, intre-
prinderile si firmele care s-au facut
remarcate in diferite ramuri indus-
triale, prin aprobarea unanimi de
care se bucurd produsele lor, sint se-
lecfionate pentru a li se decerna
prestigiosul trofeu.

Succesele importante obtinute de
I. P. R. S. — Baneasa pe pietele ex-
terne, nivelul constant ridicat al pro-
duselor sale au impus-o atentiei ju-
riului international care a hotarit
sd-i acorde fnalta distinciie pentru
anul 1978.

Delegapia 1P .K.5, — Baneasa .a
ceremonia decerndrii trofeului a fost
formata din ing. M. Buicescu si ing.
P. Cazimirovitz, Manifestarile legate
de inminarea trofeelor debuteazad in
dimineata zilei de 21 mai 1979, in
moderna sald de conferinte Philips
Ibérica, prin discursul presedintelui
organizatiei. Trade Leaders Club cu-
prinde reprezentanti ai firmelor dis-
tinse cu Trofeul International al Ca-
litafii si personalitdtii cunoscute
pentru contributia lor la promovarea
relatiilor comerciale internationale.

Prezidiul Editorial Ofice-ului anunts
lista oficiala a cistigatorilor trofeului,
in timp ce delegatii fac o scurta pre-
zentare a principalelor activitati si
produse ale intreprinderilor pe care
le reprezinta.

In seara aceleasi zile, in salonul
Dos Castillas al hotelului Melia Cas-
tilla, domnul Arsenio Pando Rodri-
guez, presedintele Editorial Ofice-
uluj, inmineazd Trofeul delegatiilor
selectionate de juriul international,
in cadrul unui dineu de gala.

Ultimul act are loc in salonul Es-
corial in dimineata zilei urmdtoare.
Sint inminate delegatiilor laureate
diplomele ce insofesc trofeul. Diplo-
ma decernatd I.P.R.S. -Baneasa este
oferitd de ambasadorul Argentinei
la Madrid. Festivitatea s-a incheiat
cu vizitarea expozifiei publicitare a
firmelor detinatoare ale trofeului.

Pentru IP.R.S. -Bineasa, decer-
narea acestui trofeu este o incunu-
nare a unor indelungate eforturi in-
dreptate in sensul imbunatatirii cali-
tatii produselor sale. Noi intelegem

calitatea ca o caracteristicd esentia-

1a a produsului, definita intr-o strin-
sd corelare cu cerintele formulate de .

beneficiari. Secretul succeselor ob-
tinute de intreprinderea noastrd e,

alaturi de grija deosebitd pentru acu-

ratetea tehnologicd si de verificarea
scrupuloasd a rezultatelor activitati-
lor productive mentinerea unui dia-

log permanent deschis cu beneficia-
rii, adaptarea rapidd la orice solici-
tare a acestora. y

Trofeul international al calitatii va
ramine legat de numele I.P.R.S. -Bi~
neasa ca un semn al increderii de
care se bucurd produsele sale, ca o
garantie pe care o oferd marca g in
intreaga lume. S .

Circuitul integrat liniar s s

In confruntarea cu realiziri de virf exis-
tente pe piata mondiald s-a constatat ica cir-
cutele integrate liniare reprezintd domeniul
in care ingeniozitatea proiectantului, inde-
minarea fehnologului, inteligenta tehnica in-
corporatd in produs influenteazd hotaritor
valoarea acestuia. I.P.R.S. -Béneasa are in
fabricatie o gama de circuite integrate linia-
re in continud extindere, atingind un inalt
nivel de competitivitate.

Elaborarea amplificatorului cuadruplu gM
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IN ACEST NUMAR:

putere se extinde

Puntile redresoare monofazate acoperd o

gama de 20 A
23 stagiari
Informatii tehnice

SOA — Tranzistoarele de putere
Gama dispozitivelor cu siliciu de medie

3900 -care intrad in productie de serie chiar in
acest moment- oferd o solutie tehnicd ele-
gantad si economica pentru aplicatii
cele mai variate, de la bunuri de larg consum
pina la utilizdri industriale sofisticate.
Datoritd realizarii simultane pe
chip, cele patru amplificatoare sint bine im-
perecheate ca performante electrice, carac-
teristicd deosebit de utild in multe aplicatii.

Urmeazd in pag. 4
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SOA — TRANZISTOARELE DE PUTERE

Tranzistoarele de putere
reprezintd un segment im-
portant al pietei de dispozi-
tive semiconductoare, gasin-
du-si aplicatii in domenii
foarte variate:

@ radio-televiziune

® amplificatoare audio si
industriale

@ regulatoare serie si co-
mutatie

@ convertoare de curent
continuu si comutatoare

@ regulatoare sisisteme de
aprindere auto.

In profilul intreprinderii
noastre, tranzistoarele de pu-
tere au apdrut initial la sec-
tia de dispozitive cu germa-
niu. S-au fabricat inca de
acum circa 15 ani tranzistoa-
re aliate cu Ge de tip PNP,
putere maxima disipatd 30 W
si tensiuni de strapungere pi-
nd la 30 V (EFT 212 <+ 215,

we

V cgo CAPSULA PLASTIC CAPSULA ERMETICA
TO 220 : METALICA TO 3
140V 2N 3442
10A
120V 2N 4347
SDT9204
SDT9209
100V SDT9203
SDT9208
80V SDT9303 SDT9202
SDT9306 SDT9207
SDT9309
70V 2N5294 2N 5496
60V  2N5298 SDT9302 SDT9206
SDT9305 2N3055
SDT9308 2N3055/3
2N3055/6
55V 2N5492 2N3055/7
2N3055/8
45V SDT9201
- SDT9205
40V 2N5296 2N5494 SDT9801  2N3055/9
2N 5490 SDT9304 2N3055/10
SDT9307
30V SDT9210
2N3055/1
2N3055/2
20V 2N3055/4
2N3055/5
36 W 50 W 87,5W 117 W Ppmax
4 A 7 A 10 A 15° A IcMax

250). Avem si la ora actuala in
productie tranzistoare de pu-
tere tip ASZ 15 -+ 18 cu Ge,
ah'-a'te, PNP (PDMAX= 45W,
Vceo pina la 60 V) si tran-
zistoare de medie putere tip
AC 180—185 K (PNP si
NPN).

Incepind din 1976 preocu-
parile in dispozitivele de pu-
tere s-au diversificat in sen-
sul orientarii spre utilizarea

siliciului ca material semi-
Figura 1 conductor de bazi. In ultima
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Toate aplicatifle de

Aplidatii de cu-

Comutatie Deflexie oizonta-

curent rent continuu Detflexie TV 14 si verticald in-
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parte a anului 1977 au intrat
in productie de serie tran-
zistoarele de putere cu sili-
ciu, de joasd frecventd, tip
NPN, din familia 2N3055,
monodifuzate, cu contacte
moi (,single diffused mesa,
soft solder%), .

Tendinta actuald a utiliza-
torilor este de a solicita tran-
zistoare de puteri cit mai
mari si capabilitate in curent-
tensiune ridicatd. Un factor
hotaritor in luarea deciziei de

utilizare a unui anumit tip .

de tranzistor de putere este
conceptul de ,arie de sigu-
ranta in functionare — SOA
(,,.Safe Operating Area“).

ARIA MAXIMA DE SIGURAN-

TA IN FUNICTIONARE

SOA reprezintd limitele de
utilizare a tranzistoarelor de
putere in planul I/V, pen-
tru o polarizare in direct a
bazei. Cunoasterea acestei a-
rii oferd posibilitatea de a
exploata la maximum capa-
bilitatea in putere a dispozi-
tivului fara riscul de a-1 dis-
truge electric sifsau termic
(fig. 1). Tehnologia de fabri-
catie a structurilor determina
o anumitd configuratie a
SOA,

PROGRAM DE FABRICATIE

,L.LP.R.S. — Baneasa a intro-
dus de curind in productie

tranzistoarele de putere in
capsula metalicd ermetica
TO-3 (familia 2N 3055/

.2N3442) si in capsuld plastic
TO-220 (familia 2N5496) uti-
lizind structuri monodifuzate.
Aceste tipuri de tranzistoare
nu sint limitate de fenome-
nul de strapungere secunda-
rd, avind cea mai mare arie
de siguran{d in functionare,

Specialistilor nostri le este
foarte clar ca in afara mono-
difuziei, in wviitorul apropiat
nu va putea fi evitatd abor-
darea celorlalte tehnologii (e-
pibaza, tripla difuzie) pentru
extinderea gamei si tipizare,
cit si introducerea tranzis-
toarelor Darlington monoli-

Figura 2 Note de aplicatii

(Tipul adecvat fiecdrei aplicatii Se alege in functie de ten-

siunea si curentul de lucru)
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Figura 2.4 Amplificator audio de 10 W
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Figura 2.5 Sursa de tensiune c.c. stabilizatd

tice de mare putere. Efortu-
rile de cercetare sint dirijate
acum in sensul aplicérii teh-
nologiei planar-epitaxiale la
producerea tranzistoarelor de
putere si tensiune mare apli-
cabile, de pilda, in etajele de
deflexie orizontald din recep-
toarele TV alb-negru si color.

Sugerdam beneficiarilor ac-
tuali si potentiali sa se orien-
teze in proiectarea circuitelor

electronice, citre acele dis-
pozitive din gama de tranzis-
toare de putere care acopera
economic parametrii electriei
ceruti de fiecare aplicatie in
parte, avind in vedere maxi-
mizarea raportului perfor-
manta/cost.

LAURENTIU TINCU



GAMA DISPOZITIVELOR
CU SILICIU DE MEDIE
PUTERE SE EXTINDE

I1.P.R.S. — Béneasa detine teh-
nologii de virf pentru prelucra-
rea si protejarea jonctiunilor
MESA de tensiune ridicata, cit si
pentru realizarea structurilor ra-
pide de putere medie si mare,
Acestea au fost decisive in extin-
derea spectaculoasd a gamei dis-
pozitivelor semiconductoare re-
dresoare cu siliciu de medie pu-
tere, cu incepere din anul 1979.

Optimizarea raportului intre
capsula si performantele de
dispozitiv

Pind in anul 1978, limitarile
tehnologice si utilizarea unui nu-
mar restrins de tipuri de capsu-
le (RAG, RA, DO-4, DO-5), au
constituit un factor restictiv pen-
tru obtinerea unor performante
inalte de dispozitiv, si pentru sa-
tisfacerea necesitatilor foarte va-
riate privind domeniul de puteri
mentionat. Au fost produse dio-
de redresoare intr-o gama restrin-
sd si incompleta (6A, 10A, 15A,
20A, 50A) aproape exclusiv lente,
cu tensiuni de blocare pinad la
1500 V si temperaturd maxima de
functionare a jonctiunii de 150°C.
Lucruri similare se pot spune si
despre diodele stabilizatoare sau
tiristoare,

Imbunéatirile tehnologice puse
la punct si cele in curs de defi-
nitivare permit un nou mod de
abordare a problemei productiei
de dispozitive semiconductoare re-
dresoare de medie putere. Se ur-
mdreste atingerea performanfelor
maxime pentru un gabarit dat,
largirea si completarea gamei

produselor de medie putere, inlo-

cuirea capsulelor metalice cu cele

din material plastic acolo unde

este posibil.
In consecin{d, se vor realiza pa-
tru mari categorii:

e diode redresoare lente, rapide
si cu avalansd controlatd pind
la 80 A curent mediu de con-
ductie, tensiuni de blocare pind
la 2000 V si temperatura ma-
ximé de functionare a jonctiu-
nii de 190°C;

@ tiristoare lente si rapide pind
la 50 A, 1300 V si 150°C;

® diode stabilizatoare pind la
50 W, in gama de tensiuni de
stabilizare de 6,8 V — 200 V;

@ triace pind la 16 A si 800 V.

Toate aceste produse vor bene-
ficia de capsule care si asigure
un raport apropiat de optim in-
tre capsuld, gabarit si performan-
te. In acest fel se va putea asi-
gura o relatie cost-performantd
foarte avantajoasd, atit pentru
dispozitiv cit si pentru aplicatiile
in care acesta este folosit.

Standardizarea

Pentru a da posibilitatea utili-
zarii eficiente a dispozitivelor re-
dresoare de medie putere in toa-
te aplicatiile tipice si alinierii la
normele internationale actuale,
s-au stabilit gamele standard de
parametri si tipurile standard de
capsule folosite:

o curenti medii (eficace in cazul
triacului) de conductie: 3, 6,
10, 16, 25, 32, 40, 50, 63, 80 A.

® tensiuni de blocare repetitive:

50, 100, 200, 300, 400, 500, 600,

700, 800, 900, 1000, 1200, 1400,

1600, 1800, 2000 V
@ puteri disipate maxime (la dio-

dele stabilizatoare): 6, 10, 20,
50 W

® capsule plastic: T0O-220, RAG
(buton)

@ capsule metalice: RA, B-11-5
(hexagonul = 11, filet = MS5),

B-14-6, B-17-6, B-17-8.

Fig. 1: Diode redresoare

N = diode sau tiristoare normale
R == diode sau tiristoare rapide

A = diode cu avaia.nsé controlatéd
M = capsuld metalica

P = capsuld plastic

In 1979 se produc sau sint in
curs de omologare: diode redre-
soare lente si rapide pina la 6 A,
in capsuld TO-220 si diode redre-
soare lente pind la 50 A in cap-
sule metalice; tiristoare lente si
rapide pind la 25 A in capsule
metalice; diode stabilizatoare pi-
nd la 20 W in capsule metalice.
In 1980 vor intra in productie
toate diodele, tiristoarele si tria-
cele in capsula plastic TO-220;
diodele redresoare rapide pina la
50 A in capsule si diodele stabi-
lizatoare de 50 W in capsuld me-
talicad. Pentru perioada urmatoare
se vor introduce in fabricatie si
celelalte dispozitive din gama ex-
tinsd. Toate dispozitivele noii se-
rii standardizate vor beneficia de
seturile de aplicatii tipice, (re)pro-
iectate si incercate in I.P.R.S. Ba-
neasa.

DAN PETRU ALEXANDRU
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Fig. 4: Triace

O observatie cit se poate de ba-
nald aratd cd orice aparat elec-
tric sau electronic este prevazut
cu un bloec de alimentare. In
foarte multe cazuri, performan-
tele blocului de alimentare se re-
flectda dramatic in costul, perfor-
mantele si siguranta in functio-
nare a intregului aparat.

Tinind seama de aceste consi-
derente, I.P.R.S. — Béneasa a pus
in fabricatie de masd incd din
1977 punti de diode destinate re-

Puntile redresoare monofazate acoperd
o gamd de 20 A

dresoarelor din blocurile de a-
limentare, Pentru utilizatori. a-
ceastd solutie modernd asigurd a-
vantaje importante fatd de solu-
tia clasica:

Curentul Tensiunea

mediu maximi

redresat de virf

(A) V)
1PNLR. 1.2 — 50 100 200 400 600 800
IBNET . 3.2 —_ 50 100 200 ~ 400 600 800
20PN 10 20 50 100 200 400 — e
208 . .." Y20 20 50 100 200 400 — —_

= fdré radiator; ** cu radiator infinit.

@ reducerea manoperei de montaj

e cresterea randamentului de
montaj

® reducerea volumului
de alimentare

e cresterea fiabilitatii
® reducerea costului,

blocului

Ca urmare, cresterea rapida si
continud a veolumului vinzérilor
la puntile 1IPM ... si 3PM.., este
fireascd. Mai mulf, ele s-au do-
vedit competitive pe piata inter-
nationald prin raportul avanta-
jos pret/performantd pe care il
asigurd.

IP.R.S. — Bineasa este in a-
cest moment pe punctul de a in-
troduce in producfia de serie o
noud punte de diode, care extin-
de spectaculos domeniul de cu-
rent: este vorba de 20PM... u-
tilizabild pentru un curent me-
diu redresat de 20 A.

Desinatd in principal aplicatii-
lor industriale, puntea 20PM...
isi gdseste locul in gnulte instala-
tii:

@ panouri de comandd pentru
masini unelte

® actionarea electrovanelor si a
electroventilelor

® alimentarea excitatiel motoa-

relor electrice sincrone sau de ™

curent continuu

® redresoare pentru incdrcarea
acumulatoarelor

@ alimentarea electromagnetilor
de ac{ionare

e alimentarea frinelor eleciro-
magnetice ale motoarelor elec-
trice.

Solutia constructivi compactd
asigurd o remarcabild usurintd la
montarea puntii. Capsula prezin-
td o foarte bund conduetie ter-
micd §i este izolatd electric de
dispozitivele redresoare, ceea ce
permite montarea uneia sau mal
multor punti pe un singur ra-
diator sau pe carcasa instalatiei,
eliminind necesitatea izoldrii e-
lectrice pe care o presupune so-
lutia ce apeleazd la mai multe
diode independente. Pentru cu-
renti medii redresati mai mici de
10 A, puntea se poate utiliza fard
radiator.

DORU LIICEANU
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Evolufia vinzdrilor la puntea
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INFORMATII TEHNICE

DIGITALE edm.a 19781979, .
3 22,80 ’.len

UﬂlDE de CONDENSATOARE
editia 1978—1979, 67 lei

Catalog condensat de DISPOZITI-
VE SEMICONDUCTOARE edifia
1979, 25 led

“de CIRCUI’I‘E iNTEGRATE Y

.S. + Béneasa prezinta
in___aceastﬁ'-lucrére O propunere
pentru pregramul siu de fa-
bricatie in perioada 1979—1985.
Pe baza experientei ultimelor
doud cincinale si. a unor am-
ple investigatii interne si ex-
terne apreciem c& acest pro-
gram este necesar si posibil de
infdptuit. Anchetele de pini

acum au dovedit grave erori-:

cantitative datorate unor fac-
tori greu de stapinit, specifici,
se pare, fabricatiilor de apara-
te. Luind in serios rolul de
LEADER, unanim recunoscut
penfru industria de compo-
nente, NOI dorim si aritim

_utilizatorilor cum ar fi ratio-

nal sa se dezvolte acest im-

.portant sector.

Circuitul integrat liniar smsso

Urmare din pag. 1

In plus, patru ampli-
ficatoare intr-o singu-
ra capsula atrag im-
portante economii de
spatiu, o mai mare
simplitate in utilizare
si un pret scizut pe
amplificator. - Circui-
tul poate fi alimentat
de la o singurd sursi
de tensiune continua,
intr-un domeniu larg
de valori, 4V . . . 36V,
El acceptd insd si ali-
mentarea cu sursa du-
bld, simetricid sau.asi-
metrica.

A:mplificahorul

Amplificatorul
BM 3900 diferd de am-
plificatoarele opera-
tionale clasice, gen SA
741, Tensiunea lui de
iesire este proportio-
nald cu diferenta cu-
rent{ilor aplicati intra-
riler. Din aceastd cau-
za M 3900 poartd nu-
mele de amplificator
Nornton (fig. 1),

Intrarile ' circuitului
pot fi atacate de un
generator de tensiune
prin doud rezistente
de valoare mare (1
Mohm), inseriate cu
intrarile.

Functionare

Circuitul are un sin-
gur amplificator de
tensiune construit in
jurul tranzistorului
Q1 (fig. 2). Pentru a
realiza cistiguri mari
in tenisune, etajul Iu-
creazd pe o sarcind ac-
“tiva egala cu impedan-
“ta de iesire a genera-
-toruluj de curent de
:200pA. Tensiunea de
siesire a etajului am-

plificator este urmari-
td de tmanzistorul Q3,
un repetor pe emitor
ce conservi rezistenta
mare de iesire a ge-
neratorului de curent,

din

izolind-o fatd de sar-
cina externd. Pen-
tru o bund preci-
zie a curentilor de in-
trare It si I~ este
necesar ca baza tran-
zistorului. Q1 si ab-

rentului de polarizare
la aproximativ:
L= 200t
Bl x B2
Tranzistoarele Q4 si
05 realizeaza functia

de curenti pentru ca-
re se pot scrie:

Ig=1I%

In nodul A apare

soarbd un curent cit de intrare in curent deci diferenta curenti-
mai mic. Introducerea neinversoare., Cele lor de intrare, incit e-
tranzistorului Q2 mic- dous tranzistoare tajul amplificator este
goreazd = valoarea cu- constituie o oglindd atacat cu (I——I™).
Tensiune de alimentare M 3900 AE 4V 4V ...36V
‘ ' BM 3900 BE 4V 4V,..18V
Curent de alimentare 6,2 mA la V+ = 15V
Cistigul de tensiune 2800 .
Curentul de polarizare 50 nA
Cistigul oglinzii de curent 09...1,1
APLICATII
, +
Vo=5=75V
i C Ry As-10
INTRAR K =R

33ka

H
200F 33Ma

AN,

. + 15V

+15 Vo]~
M0oMa

Vo =V +0S(1e30)

i

 f=1kHz

' »m- gk
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Stagiari

Informatii directe. Pentru orice informatii tehnice suplimen-
tare, beneficiarii se pot adresa la SEIC:E]I — C. Gorun Goru-

nescu, tel. 391.

BODEA DANUT

DAN PETRU ALEXANDRU
MURESAN AURELIAN

NASTASE AURELIA

. . ..:COLECTIVUL REDACTIONAL:"

PANAITAT! ' ALEXANDRU
' TINCU LAURENTIU

TRUTA VIOREL

VILD-MAIOR.  ANDREI

{n aceastd toamnd, numdirul cadrelor teh-
nice de care dispune I.P.R.S. — Bédneasa a
crescut prin repartizarea a 23 de absolventi
ai ‘Inv&tdmintului superior tehnic i univer-
sitar. Domeniu al superlativelor, fabricatia
de ‘dispozitive electronice a atras si in acest
an specialisti din diferite domenii (electro-
nicd, fizicd, chimie, mecanicd find etc.) care
au in comun faptul e¢d s-au numérat printre
cei mai buni din promotie.

Conducerea intreprinderii isi face in fie-
care an un punct de onoare din a asigura
conditii cit mai bune pentru integrarea ra-
pidd a stagiarilor in efortul general de
crestere si diversificare a productiei. Ei au
fost primiti de directorul tehnic, ing. A.
Vatdsescu. In cadrul intilnirii @ avut loc o
prezentare ampld a intreprinderii, urmata
de repartizarea la locul de muncd. S-a ciu-
tat cel mai bun compromis intre pregétirea

si optiunile stagiarilor pe de o parte si ne-

cesitdtile sectiilor de fabricatie pe de altd
parte. Practic toate sectoarele, incepind de
la producerea fluidelor de inaltd puritate si
autoutilare si terminind cu fabricarea pro-
duselor finite, beneficiazd de noi cadre teh-
nice competente.

Directorul .tehnic a afirmat c#d tinerefea

'si nivelul inalt al pregatirii de specialitate

trebuie s& facd din noile cadre un adevi-
rat motor al progresului tehnic, reflectat in
rezultatele economice superioare.

Ziua dedicatd primirii stagiarilor s-a in-
cheiat cu o vizitd in toate sectiile de fa-
bricatie. Incadrarea lor continud prin pro-
grame scurte de familiarizare cu specificul
sectorului in care vor lucra, terminate cu
precizarea sarcinilor de serviciu, sarcini de
mare ridspundere acoperind atit urmadrirea
fabricatiei curente cit si proiectarea si in-
gineria tehnologica.




